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前言

　　2001年7月间，电子工业出版社的领导同志邀请各高校十几位通信领域方面的老师，商量引进国外
教材问题。
与会同志对出版社提出的计划十分赞同，大家认为，这对我国通信事业、特别是对高等院校通信学科
的教学工作会很有好处。
. 教材建设是高校教学建设的主要内容之一。
编写、出版一本好的教材，意味着开设了一门好的课程，甚至可能预示着一个崭新学科的诞生。
20世纪40年代MIT林肯实验室出版的一套28本雷达丛书，对近代电子学科、特别是对雷达技术的推动
作用，就是一个很好的例子。
我国领导部门对教材建设一直非常重视。
20世纪80年代，在原教委教材编审委员会的领导下，汇集了高等院校几百位富有教学经验的专家。
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内容概要

　　本书是美国斯坦福大学电气工程系“硅超大规模集成电路制造工艺”课程所使用的教材，该课程
是为电气工程系微电子学专业的四年级本科生及一年级研究生开设的一门专业课。
本书最大的特点是，不仅详细介绍了与硅超大规模集成电路芯片生产制造相关的实际工艺技术，而且
还着重讲解了这些工艺技术背后的科学原理。
特别是对于每一步单项工艺技术，书中都通过工艺模型和工艺模拟软件，非常形象直观地给出了实际
工艺过程的物理图像。
同时全书还对每一步单项工艺技术所要用到的测量方法做了详细的介绍，对于工艺技术与工艺模型的
未来发展趋势也做了必要的分析讨论。
另外，本书每一章后面都附有相关内容的参考文献，同时还附有大量习题。
　　对于我国高等院校微电子学专业的教师及学生，本书是一本不可多得的优秀教材和教学参考书，
并可供相关领域的工程技术人员学习参考。
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编辑推荐

　　《硅超大规模集成电路工艺技术：理论实践与模型》对于我国高等院校微电子学专业的教师及学
生，《硅超大规模集成电路工艺技术：理论实践与模型》是一本不可多得的优秀教材和教学参考书，
并可供相关领域的工程技术人员学习参考。
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